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5,3.4.Si(111)7x7上での反応機構 - .･･∴ .67
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第8章 低エネルギークラスターイオンによる表面反応 - 131
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動エネルギー ･振動 ･回転エネルギー ･電子励起などが考えられる｡新しいプロセス
を効率良く開発するためには､このような入射粒子状態変化が表面反応にどのように
影響を及ぼすかということを知ることが必要がある｡
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図3-6-(a)ZrM∈(151.4eV)線で励起したSi2pスペクトル
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Si(100)ウェハ (抵抗率数 E2･cm､Oooff)を RCA処理し､弗酸ディップの後､塩
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02 + Sl → SiO2





















































? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?






































? ? ? ? ?
??? ? ? ? ? ?





















































































































研究されている 20,21)｡塩素の吸着状態は主に SiC l であるが､SiC 12や
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siCl + e- - SiCl' + 2e- (5-i)
siC12+ e- - SiCl2' + 2e- (5-2)
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雷 ニ kーd･d (5-5'
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図5-5 640､680℃における等温脱離スペクトル
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図5-7 矩形波パルスに対する応答関数をフィッティング掛けた例





















C12 + 2Si → 2SiCl (5-10)
SiC12の脱離過程
SiCl + SiCl - SiC12 + Si (5-ll)
SiClの脱離過程
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図5-11 Si(111)7Ⅹ7表面から脱離してくる分子の基板温度依存性
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塩素分子の吸着状態は Si(100)2Ⅹ1表面の場合には SiCl のみであるが､
si(111)7Ⅹ7表面の場合には SiCl以外に SiC12や SiC13のような高次の
81
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図5-26水素分子脱離の等温脱離スペクトル



































































(36) 半導体 ドライエッチング技術､徳山玩編 ,(産業図書,1992)･
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図6-5加熱前後のSi2p光電子スペクトルの変化
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脱離であるが､低温で見られる脱離は SiClx (Ⅹ ≧2)の状態にあるシリコン
塩化物によるものである｡Si(100)面上で見られている低温での塩化物の脱離総量は､
塩素原子を暴露しているときの温度が高いほど少なくなる｡基板温度が高いと塩素原
子によって形成された SiClx (Ⅹ ≧2)の状態の塩化物が表面から脱離しやす
くなる｡このため､図6-9に示したように塩素原子照射中に質量分析器で観測され
る SiCl+や SiC12+の強度が高くなる｡塩素原子は､表面にいる SiCl
l01
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?














































▼ Sampletemp.:300○C■ ■ ■ l l ■
図6-11表面から脱離してくるSiC12の脱離強度の時間依存性
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Coverage(ML)
図6-12 SiC12の脱離反応確率の塩素被覆量依存性























































(4) G･S.Oehrlein,R.M･Tromp,J.C.Tsang,Y.H.Lee and E.J.Petnlfo.J.Electrochem.Soc.,
132(1985)1441.
(5) 半導体 ドライエッチング技術 徳山鈍編 ,(産業図書 ,1992).
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siF+SiF -> SiF2 + Si (7-1)
121
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F + Ⅹe - Ⅹe † + F * (7-2)
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図8-7 SF6クラスターイオンによるエッチング深さとド-ズ量の関係
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